Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne reaktora do osadzania warstw aluminium i stopów metali metodą rozpylania

Tabela nr 1

	Lp.


	Nazwa parametru


	Wymaganie


	Kolumna do wypełnienia przez oferenta*



	1
	2
	3
	4

	1. 
	Typ urządzenia


	
	potwierdzić



	2. 
	Rok produkcji


	2011
	potwierdzić



	3. 
	Kraj producenta urządzenia


	
	podać



	4. 
	Producent urządzenia


	
	podać



	5. 
	Urządzenie


	Fabrycznie nowe, nieużywane


	potwierdzić



	6. 
	Wymagania ogólne


	Reaktor do nanoszenia cienkich warstw aluminium na podłoża krzemowe metodą rozpylania magnetronowego


	potwierdzić



	7. 
	Rodzaje procesów


	Osadzanie: Al, Al:Si, Al:Si:Cu, Ti:W 
	potwierdzić



	8. 
	
	Szybkość rozpylania Al ( 60 nm/min


	

	9. 
	Źródła magnetronowe 


	4 katody o średnicy ( 200 mm


	potwierdzić i podać



	10. 
	
	Bezpieczny zasilacz katod magnetronowych DC o mocy ( 5 kW


	potwierdzić i podać



	11. 
	
	Wstępne rozpylania na przesłonę


	potwierdzić



	12. 
	
	Monitorowanie przepływu wody chłodzącej


	potwierdzić



	13. 
	
	Montaż targetu poprzez lutowanie bezpośrednio do chłodzonej katody


	potwierdzić



	14. 
	Katody +Targety dostarczone z urządzeniem


	Cztery katody z przylutowanymi targetami (czystość 5,5N) Al, Al:Si1%, Al:Si1%:Cu0.5% i 4N Ti10%:W90%


	potwierdzić



	15. 
	
	8 katod zapasowych


	potwierdzić



	16. 
	Komora procesowa i stolik


	Komora elektrycznie grzana


	potwierdzić



	17. 
	
	Pełne otwarcia pokrywy komory procesowej


	potwierdzić



	18. 
	
	Stolik obrotowy mieszczący 8 podłoży o średnicy 4” lub ( 4 podłoża 6”


	potwierdzić



	19. 
	
	Regulacja szybkości obrotów stolika, maksymalna szybkość ( 12 obr/min


	potwierdzić i podać



	20. 
	
	Łatwe do wymiany osłony chroniące ścianki komory; łatwe do wymiany przesłony korekcyjne dla każdego targetu

	potwierdzić i podać



	21. 
	Nagrzewanie podłoży przed procesem napylania
	W zakresie temperatur 20( - 300(C

	potwierdzić



	22. 
	Trawienie jonowe podłoży przed procesem napylania 


	Zasilacz RF o mocy wystarczającej do trawienia  SiO2 jonami argonu z szybkością  ( 1,5 nm/min


	potwierdzić



	23. 
	
	Zasilanie RF podłączone wyłącznie w obszarze podłoży, automatyczne dopasowanie impedancji z kondensatorami próżniowymi
	potwierdzić



	24. 
	Procesy napylania


	Przy obracającym się stoliku lub nieruchomym
	potwierdzić



	25. 
	
	Kolejne rozpylanie różnych targetów w jednym procesie próżniowym ((10)


	potwierdzić i podać



	26. 
	
	Zapewnione pompowanie komory w trakcie procesu napylania oraz zapewniona regulacja ciśnienia
	potwierdzić



	27. 
	System pompowy komory procesowej


	Próżnia przed procesem nie gorsza niż  5x10-7 mbar po czasie ≤ 30min


	potwierdzić i podać



	28. 
	
	Pompa krio o wydajności ( 1500 l/s
	potwierdzić i podać



	29. 
	
	Pompa obrotowa z przewodem próżniowym umożliwiającym jej umieszczenie w odległości 2m od urządzeń
	potwierdzić



	30. 
	Załadunek podłoży 


	Komora załadowcza z mechanizmem transportu gotowym do załadunku podłoży 4”; możliwość załadunku podłoży 6’’;
	potwierdzić



	31. 
	
	Komora załadowcza wyposażona w dwustopniowy system pompowy, z pompą turbo o wydajności nie mniejszej niż 80 l/h; próżnia końcowa lepsza niż 5x10-5 mbar; próżnia <3x10-3mbar po 2min pompowania; możliwość regulacji poziomu próżni, przy której odbywa się załadunek podłoży


	potwierdzić



	32. 
	Jednostka sterująca - Komputer z monitorem LCD


	Zestaw komputerowy sterujący rektorem
	potwierdzić



	33. 
	
	Konfiguracja minimalna: procesor Intel Core 2 Duo, min. 2.33 GHz, 4 MB cache, pamieć RAM: min. 2 GB; 2 dyski twarde min. 250 GB; wejścia USB, nagrywarka DVD, system operacyjny Windows XP Pro lub Windows 7, Monitor LCD min. 17”, klawiatura, mysz, karta sieciowa
	potwierdzić i podać



	34. 
	Sterowanie urządzeniem


	Pełne sterowanie reaktorem przy pomocy komputera z zainstalowanym oprogramowaniem współpracującym z systemem Windows XP lub Windows 7
	potwierdzić i podać



	35. 
	Linie gazowe


	2 linie gazowe wyposażone w zawory, kontrolery przepływu (MFC) i manometry: Ar, N2

	potwierdzić



	36. 
	Wstępny  test  akceptacyjny w siedzibie Dostawcy i ostateczny test akceptacyjny po instalacji urządzenia w siedzibie Kupującego 


	Dwa etapy:

1) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie dostawcy – weryfikacja konfiguracji oraz test funkcjonalny. Wykonany zostanie co najmniej jeden z wyspecyfikowanych w Tabeli nr 2  procesów  napylania.

2)Ostateczny test akceptacyjny w miejscu zainstalowania urządzenia w siedzibie Kupującego - ITE, Piaseczno, obejmujący wytworzenie warstw metalicznych wg Tabeli nr 2; celem  będzie sprawdzenie jakości warstw, wsp. odbicia, adhezji do podłoża Si/SiO2, równomierność pokrycia i rezystywności  warstw
	potwierdzić



	37. 
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia (instalacja, uruchomienie i testy)
	Maksymalnie do 28 tygodni od daty podpisania umowy


	potwierdzić

	38. 
	Szkolenie w zakresie wykonywania procesów technologicznych
	Dla trzech osób podczas ostatecznego testu akceptacyjnego


	potwierdzić



	39. 
	Szkolenie serwisowe


	Dla trzech osób w siedzibie Dostawcy urządzenia; szkolenie zapewnione w ciągu kilku miesięcy po uruchomieniu urządzenia
	potwierdzić



	40. 
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim lub angielskim


	W języku polskim lub angielskim; 

· instrukcja obsługi: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz wydrukowany na papierze,

· dokumentacja techniczna: w formacie pdf  oraz jeden egzemplarz wydrukowany na papierze
	potwierdzić



	41. 
	Części zużywalne w okresie gwarancji


	Zapewnione, dostarczone wraz z urządzeniem


	potwierdzić i podać listę części 

zużywalnych

	42. 
	Części zamienne


	Dostępność części zamiennych w okresie   10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić



	43. 
	Bezpłatna pomoc techniczna i procesowa


	Zapewniona przez minimum 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić



	44. 
	Reakcja serwisu 


	W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii przez zamawiającego 
	potwierdzić

	45. 
	Zapewnienie wsparcia technicznego oraz technologicznego
	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego


	potwierdzić



	46. 
	Okres gwarancji 


	Minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego
	potwierdzić i podać

	47. 
	Serwis pogwarancyjny


	Zapewnione w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego


	potwierdzić



	48. 
	Wymagania instalacyjne


	Załączyć warunki instalacji

urządzenia elektryczne, gazowe i

inne.


	podać




*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Tabela nr 2

	Materiał
	Wymagania

	Al, 

grubość 1.0 (m,

moc ( 80% mocy max.,

obracający się stolik


	Jakość powierzchni w świetle skośnym 
	Jednorodna warstwa o dobrej adhezji, bez punktów świecących i zanieczyszczeń;

współczynnik odbicia światła mierzony względem krzemu  urządzeniem Nanospec dla długości fali 436 nm: > 185 %

	
	Rozrzut grubości warstwy wzdłuż średnicy podłoża 6”
	( 15 %

	
	Rozrzut grubości warstwy wzdłuż średnicy podłoża 4”
	( 10 %

	
	Powtarzalność grubości warstwy na podstawie pomiaru na środku 3 podłoży
	( 6 %

	
	Rezystancja powierzchniowa warstwy 1,0 (m
	( 33 mΩ/⁪

	Al, 

grubość 1.5 (m, 

moc ( 40% mocy max.

stolik nieruchomy


	Jakość powierzchni w świetle skośnym
	Jednorodna warstwa o dobrej adhezji, bez punktów świecących i zanieczyszczeń;

współczynnik odbicia światła mierzony względem krzemu  urządzeniem Nanospec dla długości fali 436 nm: > 170 %

	
	Rozrzut grubości warstwy wzdłuż średnicy podłoża 6”
	( 20 %

	
	Rozrzut grubości warstwy wzdłuż średnicy podłoża 4”
	( 13 %

	
	Powtarzalność grubości warstwy na podstawie pomiaru na środku 3 podłoży
	( 6%

	
	Rezystancja powierzchniowa warstwy 1,5 (m
	( 22 mΩ/⁪

	Al/Si/Cu,

grubość 1.0 (m,

moc ( 80%mocy max.,

obracający się stolik


	Jakość powierzchni w świetle skośnym
	Jednorodna warstwa o dobrej adhezji, bez punktów świecących i zanieczyszczeń

	
	Rozrzut grubości warstwy wzdłuż średnicy podłoża 6”
	( 15 %

	
	Rozrzut grubości warstwy wzdłuż średnicy podłoża 4”
	( 10 %

	
	Powtarzalność grubości warstwy na podstawie pomiaru na środku 3 podłoży
	( 6 %

	
	Rezystancja powierzchniowa warstwy 1 (m
	( 37 mΩ/⁪

	Trawienie jonowe warstwy SiO2 o znanej grubości, 100% mocy, czas 2 min
	Pomiar grubości SiO2
	Zmiana grubości w wyniku trawienia  ( 3nm

	Nagrzewanie podłoży do 300(C
	Pomiar temperatury termometrem bimetalicznym
	300(C (15(C
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